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@ Introducao

O projeto tem como objetivo
estudar os efeitos da radiacdao em
estruturas analogicas utilizadas em
dispositivos de sinal misto, bem como
em arquiteturas especificas de
conversores de dados, e desenvolver
metodologias de  protecao e
tolerancia a radiacao (em nivel de
sistema e em nivel de projeto). Estas
metodologias sao aplicadas a blocos
especificos (conversores AD SAR,
comparadores e  amplificadores
operacionais) que foram prototipados
em silicio e, também, utilizando
plataformas  programaveis.  Estes
prototipos foram e serao testados em
experimentos de irradiacao (TID,
Néutronse fons pesados).

Metodologia

Inicialmente, realizou-se testes
com a estacao de micro ponteiras (do
laboratorio de caracterizacao elétrica
da UFRGS/DELET) em um Circuito
Integrado projetado pelo doutor
Guilherme Cardoso (que
recentemente defendeu seu
doutorado no PGMICRO) e que
foram fabricados em tecnologia GF
130nm. Uma placa de circuito
impresso foi fabricada e alguns dies
(chips nao encapsulados) foram
testados com a estacao de
microponteiras.

S
UFRGS
PROPESQ

Universidade:

te!
":ﬁff“ = XXXI SIC

o 25 ¢ OUTUBRO ¢ CAMPUS DO VALE

Caracterizacao e analise de um amplificador
operacional projetado com técnicas de tolerancia
a radiacao

@ Setup de Testes

Fig. 2 : Visualizacéo
do chip no
microscopio : foto
dos uPADS onde é
depositado as
microponteiras para
a execucao das
medicdes.

Fig. 1 : Maquina de microponteiras
(micromanipulador) : para medida
de circuitos integrados diretamente
na lamina (wafer), sem necessidade
de encapsulamento prévio.

Fig. 3 : Placas de medi¢bes : Placas construidas para
possibilitar a conexdao da alimentacdo do circuito, assim
como a aplicacao das tensdes e correntes de polarizacao dos
transistores.

(D Placa de medicées

Os dispositivos compreendem amplificadores de estagio simples e um amplificador
operacional de transcondutancia (OTA) construido com transistores de geometria
fechada (ELT: Enclosed Layout Transistor), que sao mais robustos a radiacao ionizante
do que os dispositivos convencionais de layout retangular.

0 Conclusao

Durante o periodo de elaboracdo desse pdster virtual, as medi¢cdes ainda se
encontram em andamento e os resultados estao sendo analisados.




